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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点近傍に表示セルを設け、前記表示セルが、少
なくとも、前記走査線から供給された走査線選択電圧をゲートに入力する選択トランジス
タと、前記選択トランジスタを介して前記データ線から供給されたデータ電圧をゲートに
入力する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートに一端が接続されたキャパ
シタと、前記駆動トランジスタのソースもしくはドレインの一方に一端が接続されたエレ
クトロルミネッセンス（ＥＬ）素子とを有して構成されたＥＬ表示装置において、
　前記複数の走査線のうちの任意の第１の走査線で選択される表示セル内の前記駆動トラ
ンジスタのソースもしくはドレインの他方と前記キャパシタの他端とは、前記複数の走査
線のうち前記第１の走査線に対して走査方向次段に隣接した第２の走査線に接続されてお
り、
　前記第１の走査線に、第１電圧と該第１電圧よりも値の大きい第２電圧の順序で形成さ
れる階段形状パルスを供給し、且つ当該階段形状パルスを前記第２の走査線に前記第１電
圧のパルス幅だけ遅らせて供給し、当該階段形状パルスのパルス幅を有すると共に、前記
データ電圧より大きい第３電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形
状パルスが供給されている走査線とは異なる他の走査線に供給する走査線駆動回路と、
　前記第１の走査線に前記第１電圧が供給されている間及び前記第１の走査線に前記第２
電圧が供給されている間のそれぞれのタイミングで、前記データ線から前記データ電圧を
前記キャパシタの一端に供給して、前記第２の走査線に供給されている電圧と前記データ
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電圧との差分を前記キャパシタへ書き込むデータ線駆動回路と、を備えたことを特徴とす
るＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記走査線駆動回路は、前記第１電圧と前記第２電圧を連続した所定の単位期間にそれ
ぞれ割り当てることで前記階段形状パルスを生成するとともに、前記第１の走査線に供給
される階段形状パルスを、前記第２の走査線に、前記単位期間だけずらして供給すること
を特徴とする請求項１に記載のＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記走査線駆動回路は、前記第３電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前
記階段形状パルスが供給されている走査線とは異なる任意の第３の走査線と、当該第３の
走査線に対して走査方向次段に隣接した第４の走査線とにそれぞれ供給し、前記第４の走
査線に供給されるパルスは、前記第３の走査線に供給されるパルスに対して前記単位期間
だけずらして供給されることを特徴とする請求項２に記載のＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第３電圧は、前記第２電圧の値と等しいことを特徴とする請求項１または３に記載
のＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記データ線駆動回路は、前記データ線に、前記第１電圧以上かつ前記第２電圧未満の
値を有するデータ電圧を供給することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の
ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記エレクトロルミネッセンス素子は、有機ＥＬ素子であることを特徴とする請求項１
～５のいずれか一つに記載のＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機ＥＬ（electroluminescence：エレクトロルミネッセンス）素子等の自発
光素子とその自発光素子を駆動させるＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ
）とがマトリクス状に配置されたＥＬ表示装置およびその駆動方法に関し、特に大画面表
示においても輝度ムラの生じない電圧書き込み型のＥＬ表示装置およびその駆動方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬ表示装置は、液晶素子を用いた液晶表示装置に比べて、視
野角が広いこと、コントラストがよいこと、視認性に優れていることなどを理由に近年注
目されている。また、有機ＥＬ表示装置では、バックライトが不要なため、薄型・軽量型
が実現でき、消費電力の面でも有利である。さらに、有機ＥＬ表示装置は、直流低電圧駆
動が可能であることから応答速度も速いこと、すべて固体であることから振動に強く、使
用温度範囲が広くかつフレキシブルな形状が可能であることなどの特徴を有している。
【０００３】
以下に、従来の有機ＥＬ表示装置について、特にアクティブマトリクスパネルを中心に説
明する。図１３は、従来の有機ＥＬ表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパ
ネルと駆動回路を示す図である。図１３において、アクティブマトリクスパネル１００は
、ｎ本の走査線Ｙ1～Ｙnとｍ本のデータ線Ｘ1～Ｘmの各交差点に表示セル１１０を配置し
ており、その基本構造はアクティブマトリクス型の液晶表示装置と同様である。
【０００４】
よって、アクティブマトリクスパネル１００は、液晶表示装置と同様に、ｎ本の走査線Ｙ

1～Ｙnに対して所定のタイミングで走査線選択電圧を供給する走査線駆動回路１２０と、
ｍ本のデータ線Ｘ1～Ｘmに対して所定のタイミングでデータ電圧を供給するデータ線駆動
回路１３０とを備えている。なお、図１３では、有機ＥＬ表示装置を駆動させるためのそ
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の他の種々の回路については省略している。
【０００５】
アクティブマトリクスパネル１００において、液晶表示装置と異なる点は、各表示セル１
１０が、液晶素子に換えて有機ＥＬ素子を備えていることである。この表示セル１１０の
構成として、選択ＴＦＴ、駆動ＴＦＴ、キャパシタ、有機ＥＬ素子をそれぞれ一つずつ備
えた、いわゆる電圧書込み型の表示セルが最もよく知られている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００６】
電圧書込み型の表示セルの等価回路の一例を挙げると、図１３に示すように、選択ＴＦＴ
は、ゲートを走査線に接続するとともにドレインをデータ線に接続し、駆動ＴＦＴは、ゲ
ートを選択ＴＦＴのソースに接続するとともにソースを共通線（多くの場合、接地線ＧＮ
Ｄ）に接続している。また、上記したキャパシタは、駆動ＴＦＴのソース－ゲート間に接
続され、有機ＥＬ素子は、アノード側を電源電圧線（図中ではＶdd）に接続するとともに
カソード側を駆動ＴＦＴのドレインに接続している。
【０００７】
ここで、この電圧書込み型の表示セルの動作を簡単に説明する。まず、選択ＴＦＴのゲー
トに走査線駆動回路１２０から走査線選択電圧が供給されると、選択ＴＦＴはオン状態と
なり、データ線駆動回路１３０から供給されたデータ電圧が駆動ＴＦＴのゲートとキャパ
シタに印加される。これにより、駆動ＴＦＴはオン状態となり、有機ＥＬ素子のカソード
側から共通線への電流路が形成される。すなわち、有機ＥＬ素子は、データ電圧に応じて
決定される電流によって発光する。一方、キャパシタには、データ電圧が蓄積される。
【０００８】
蓄積されたデータ電圧は、駆動ＴＦＴとキャパシタとの上記接続関係から、駆動ＴＦＴの
ゲートに供給されるので、選択ＴＦＴのゲートに走査線選択電圧が供給されなくなっても
、すなわち走査線駆動回路１２０が次の走査線の選択に移行した後であっても、有機ＥＬ
素子は、次に走査線駆動回路１２０によって走査線が選択されるまで発光を持続する。換
言すれば、キャパシタに書き込まれたデータ電圧によって有機ＥＬ素子は発光し続ける。
これが、電圧書込み型と呼ばれる所以である。
【０００９】
一方、共通線を必要としない表示セルの構成も提案されている（特許文献２参照）。図１
４は、特許文献２に開示された一実施例を説明するための表示セルの等価回路を示す図で
ある。図１４に示す等価回路は、ｎチャネル型ＴＦＴ３６、ｐチャネル型ＴＦＴ３７、有
機薄膜ＥＬ素子３８および容量３９（上記したキャパシタに相当）を備えて構成される。
【００１０】
図１４において、走査線４１はｎチャネル型ＴＦＴ３６とｐチャネル型ＴＦＴ３７のゲー
ト電極に接続され、信号線４２（上記したデータ線に相当）はｎチャネル型ＴＦＴ３６の
一方の電極に接続されている。また、ｎチャネル型ＴＦＴ３６の他方の電極は容量３９の
一方の端子とｐチャネル型ＴＦＴ３７の一方の電極との接続点に接続され、ｐチャネル型
ＴＦＴ３７の他方の電極は有機薄膜ＥＬ素子３８の一方の電極に接続されている。そして
、容量３９の他方の端子と有機薄膜ＥＬ素子３８の他方の電極とは電源電極４０に接続さ
れている。
【００１１】
この構成によれば、走査線４１が選択されると、ｎチャネル型ＴＦＴ３６がオン状態とな
り、信号線４２からｎチャネル型ＴＦＴ３６を介して容量３９に電圧が印加される。この
ときｐチャネル型ＴＦＴ３７はオフ状態となり、有機薄膜ＥＬ素子３８は発光しない。次
に、走査線４１が非選択状態になると、ｎチャネル型ＴＦＴ３６がオフ状態となるため、
信号線４２の電圧は容量３９に印加されなくなる。その一方で、ｐチャネル型ＴＦＴ３７
はオン状態となり、容量３９に蓄えられた電荷がｐチャネル型ＴＦＴ３７を介して有機薄
膜ＥＬ素子３８に流れ込み、これにより有機薄膜ＥＬ素子３８が発光する。
【００１２】
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また、上述した特許文献１および２は、電圧書込み型の有機ＥＬ表示装置に関するもので
あったが、後述する輝度ムラを解消することができる電流書込み型の有機ＥＬ表示装置も
提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【００１３】
【特許文献１】
特開平８－２３４６８３号公報（第５頁左段、第１図）
【特許文献２】
特許第２６８９９１７号公報（第７頁左段～第８頁右段、第１１図）
【特許文献３】
特開２００１－１４７６５９号公報（第７頁左段～第８頁左段、第１図）
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、電圧書込み型の表示セルを採用した有機ＥＬ表示装置は、大画面化を実現
する上で輝度ムラが発生してしまうという問題を有している。輝度ムラの問題については
本来、大画面でなくても、表示セル間において駆動ＴＦＴの特性（例えば、閾値電圧Ｖth

）が異なることを起因としていることが知られている。但し、この駆動ＴＦＴのバラツキ
に起因する問題については種々の解決法が提案されているので、ここでは問題としない。
【００１５】
ここでいう大画面化による輝度ムラの発生とは、駆動ＴＦＴのバラツキに起因するもので
はなく、共通線の配線抵抗を起因としたものである。以下にその問題について説明する。
図１５（ａ）は、アクティブマトリクスパネル１００の第ｉ行目の表示セル列を示す図で
ある。図１５（ａ）に示すように、第ｉ行目のｍ個の表示セルにおいて、各駆動ＴＦＴの
ソースはすべて同一の共通線３１に接続されている。すなわち、すべての駆動ＴＦＴがオ
ン状態となっている間において、各有機ＥＬ素子に流れる電流ｉ1～ｉmはすべて同一の共
通線３１に流れ込む。ここで、共通線３１は、高導電性の材料によって形成されてはいる
が、多少の配線抵抗（図中の抵抗Ｒ1～Ｒm+1）を有しており、大画面化に伴ってその長さ
が長くなった場合には、その配線抵抗による電圧降下は無視できないものとなる。
【００１６】
また、通常、大画面化に伴って高精細化も実現されるため、行方向における表示セルの数
も多くなる。これは、共通線３１に流れ込む電流の総和が増大することを意味し、上記し
た配線抵抗による電圧降下をさらに増大させる。よって、アクティブマトリクスパネル１
００の輝度を最大にした場合には、共通線３１に流れ込む電流値も最大になる。図１５（
ｂ）は、共通線における電圧降下を説明するための説明図である。共通線３１は、通常、
図１３に示したように、行ごとにかつ行方向に平行してそれぞれ配置されており、その両
端は共通電源に接続されている。共通電源は多くの場合接地電位であるため、各表示セル
から共通線３１に流れ込んだ電流は、その流入した位置に応じた電流値で分割されて共通
線３１の両端に向かう。よって、共通線３１の端部からの位置に応じて配線抵抗が重畳さ
れることを考慮すると、共通線３１の配線長をＬとした場合、図１５（ｂ）に示すように
、共通線３１の一端から０．５Ｌの位置の電位が最大となる。なお、この最大値Ｖmaxは
、各有機ＥＬ素子に流れる電流をｉとし、表示セル間に相当する共通線３１の配線抵抗の
抵抗値をｒとすると、ｍ個の表示セルを有する行では、
Ｖmax＝（１／２）ｒｉ（（ｍ＋１）／２）2　　　　　　・・・［ｍ：奇数］
Ｖmax＝（１／２）ｒｉ（ｍ／２）（（ｍ＋２）／２） 　・・・［ｍ：偶数］
で表わされる。
【００１７】
有機ＥＬ表示装置では、すべての有機ＥＬ素子を定常的に発光させているため、表示セル
内のキャパシタに新たなデータ電圧を書き込む直前においても、各表示セルから共通線３
１へと電流が流れ込んでいる。換言すれば、データ電圧の書込む直前においても、共通線
３１の電位は、データ電圧の書込みが行われる表示セルの位置に応じた大きさ、すなわち
図１５（ｂ）に示したような電位分布に従った大きさを有する。ここで、図１５（ａ）に
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示された表示セルの構成を見てもわかるように、キャパシタの一端は共通線３１に接続さ
れているため、キャパシタに書き込まれる電圧は、結局、その共通線３１の電位を基準と
した大きさとなる。すなわち、１列目の表示セルとｍ／２列目の表示セルにそれぞれ同じ
電圧値のデータが入力されたとしても、各表示セルのキャパシタに書き込まれる電圧は異
なることになる。
【００１８】
例えば、データ線駆動回路１３０からすべてのデータ線Ｘi～Ｘmにデータ電圧Ｖsigが供
給された場合でも、図１５のデータ線Ｘ1に位置する表示セルのキャパシタには電圧Ｖsig

が書き込まれるものの、データ線Ｘ0.5Lに位置する表示セルのキャパシタには、電圧Ｖsi

gよりも小さい電圧Ｖsig－Ｖmaxが書き込まれる。すなわち、アクティブマトリクスパネ
ル１００は、中央部が暗く、端に向かって明るくなる。これはアクティブマトリクスパネ
ル１００の大型化・高輝度化を実現する上で重要な問題である。
【００１９】
また、上述した特許文献２によれば、共通線を必要としないことと、容量３９への電圧書
込み時において有機薄膜ＥＬ素子３８に電流が流れないことから、キャパシタに書き込ま
れる電圧（以下、蓄積電圧と称する。）に関する問題は生じない。ところが、特許文献２
において想定されている表示セルは、容量３９に蓄積された電荷によって直接に有機薄膜
ＥＬ素子３８を発光させる構成であり、特許文献１に示すような現在主流の駆動ＴＦＴを
用いた構成ではない。より詳細に言えば、容量３９はＴＦＴを駆動させるために用いられ
ない。よって、そもそも特許文献２では、大画面化によって蓄積電圧がばらつくという問
題は生じない。
【００２０】
さらに、上記した特許文献３は、電流書込み型の表示セルを開示するが、この電流書込み
型では、各表示セルに微小な電流を正確な値で与える必要があり、大画面になると特にそ
の電流制御は困難なものとなる。また、電流書込み型では、表示セルを構成するのに電圧
書込み型で必要とする数以上のＴＦＴが必要となり（例えば４つ）、これは表示セルの開
口率の向上やコスト削減の障害になる。
【００２１】
本発明は上記に鑑みてなされたものであって、駆動ＴＦＴを備えた電圧書込み型の大画面
のアクティブマトリクスパネルに対しても、各表示セルのキャパシタに所望の電圧を正確
に書き込むことができるＥＬ表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１にかかるＥＬ表示装置は、複数の走査線と複数のデ
ータ線の各交差点近傍に表示セルを設け、前記表示セルが、少なくとも、前記走査線から
供給された走査線選択電圧をゲートに入力する選択トランジスタと、前記選択トランジス
タを介して前記データ線から供給されたデータ電圧をゲートに入力する駆動トランジスタ
と、前記駆動トランジスタのゲートに一端が接続されたキャパシタと、前記駆動トランジ
スタのソースもしくはドレインの一方に一端が接続されたエレクトロルミネッセンス（Ｅ
Ｌ）素子とを有して構成されたＥＬ表示装置において、前記複数の走査線のうちの任意の
第１の走査線で選択される表示セル内の前記駆動トランジスタのソースもしくはドレイン
の他方と前記キャパシタの他端とは、前記複数の走査線のうち前記第１の走査線に対して
走査方向次段に隣接した第２の走査線に接続されており、前記第１の走査線に、第１電圧
と該第１電圧よりも値の大きい第２電圧の順序で形成される階段形状パルスを供給し、且
つ当該階段形状パルスを前記第２の走査線に前記第１電圧のパルス幅だけ遅らせて供給し
、当該階段形状パルスのパルス幅を有し、前記データ電圧より大きい第３電圧の大きさの
パルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形状パルスが供給されている走査線とは異な
る他の走査線に供給する走査線駆動回路と、前記第１の走査線に前記第１電圧が供給され
ている間及び前記第１の走査線に前記第２電圧が供給されている間のそれぞれのタイミン
グで、前記データ線から前記データ電圧を前記キャパシタの一端に供給して、前記第２の
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走査線に供給されている電圧と前記データ電圧との差分を前記キャパシタへ書き込むデー
タ線駆動回路と、を備えたことを特徴としている。
【００２３】
この請求項１の発明によれば、キャパシタの他端の電位が、走査線に供給される第１電圧
または第２電圧によって固定されるので、キャパシタの一端に所望の電圧を正確に書き込
むことができる。
【００２４】
　また、請求項２にかかるＥＬ表示装置は、上記の発明において、前記走査線駆動回路が
、前記第１電圧と前記第２電圧を連続した所定の単位期間にそれぞれ割り当てることで前
記階段形状パルスを生成するとともに、前記第１の走査線に供給される階段形状パルスを
、前記第２の走査線に、前記単位期間だけずらして供給することを特徴としている。
【００２６】
　また、請求項３にかかるＥＬ表示装置は、上記の発明において、前記走査線駆動回路は
、前記第３電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形状パルスが供給
されている走査線とは異なる任意の第３の走査線と、当該第３の走査線に対して走査方向
次段に隣接した第４の走査線とにそれぞれ供給し、前記第４の走査線に供給されるパルス
は、前記第３の走査線に供給されるパルスに対して前記単位期間だけずらして供給される
ことを特徴としている。
【００２７】
　また、請求項４にかかるＥＬ表示装置は、上記の発明において、前記第３電圧は、前記
第２電圧の値と等しいことを特徴としている。
【００２８】
　また、請求項５にかかるＥＬ表示装置は、上記の発明において、前記データ線駆動回路
は、前記データ線に、前記第１電圧以上かつ前記第２電圧未満の値を有するデータ電圧を
供給することを特徴としている。
【００３４】
　また、請求項６にかかるＥＬ表示装置は、上記の発明において、前記エレクトロルミネ
ッセンス素子は、有機ＥＬ素子であることを特徴としている。
【００４３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法の実施の形態を図面に基づいて
詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【００４４】
（実施の形態１）
まず、実施の形態１にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の
形態１にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法は、共通線を排除し、従来においてその
共通線に接続されていたキャパシタの一端を、そのキャパシタを備えた表示セルに隣接し
た他の表示セルの走査線に接続するとともに、走査線に印加する電圧を階段形状のパルス
にしたことを特徴としている。
【００４５】
図１は、実施の形態１にかかるＥＬ表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパ
ネルと駆動回路を示す図である。図１において、アクティブマトリクスパネル１０は、ガ
ラス基板上に格子状に形成されたｎ本の走査線Ｙ1～Ｙnとｍ本のデータ線Ｘ1～Ｘmを備え
ており、さらにそれら走査線とデータ線との交差点にそれぞれ表示セル１１を配置してい
る。また、各表示セル１１は、後述するようにＴＦＴを備えている。また、アクティブマ
トリクスパネル１０は、ｎ本の走査線Ｙ1～Ｙnに対して所定のタイミングで走査線選択電
圧を供給する走査線駆動回路２０と、ｍ本のデータ線Ｘ1～Ｘmに対して所定のタイミング
でデータ電圧を供給するデータ線駆動回路３０とを備えている。すなわち、これら説明し
た構成については、図８に示した従来の有機ＥＬ表示装置と変わりない。なお、図１では
、ＥＬ表示装置を駆動させるためのその他の種々の回路については省略している。
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【００４６】
図１に示すＥＬ表示装置において、図１３に示した従来の有機ＥＬ表示装置と異なる点は
、共通線が排除されたことと、各表示セルのキャパシタの一端が、隣接した表示セルの走
査線に接続されたことと、ｎ行目（最終行）の各表示セルのキャパシタの一端に接続され
る補助走査線Ｙn+1が設けられていることである。また、走査線駆動回路２０が走査線選
択電圧として階段状のパルスを供給するとともに、同様なパルスを補助走査線Ｙn+1に対
して供給する点も異なる。すなわち、走査線駆動回路２０による駆動方法にも特徴がある
。なお、補助走査線Ｙn+1については、走査線駆動回路２０によって内部的に走査線Ｙ1と
同じパルスが供給される。
【００４７】
図２は、実施の形態１にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。なお
、図２は、ｋ列目のｉ－１行目～ｉ＋１行目に位置する３つの表示セルＰＸ(k,i-1)，Ｐ
Ｘ(k,i)，ＰＸ(k,i+1)を表わしている。ここで、ｋ列ｉ行目の表示セルＰＸ(k,i)の等価
回路について説明する。表示セルＰＸ(k,i)は、ゲートを走査線Ｙiに接続するとともにド
レインをデータ線Ｘkに接続したｎチャネル型の選択ＴＦＴ１２iと、ゲートを選択ＴＦＴ
１２iのソースに接続するとともにソースを下位の表示セルＰＸ(k,i+1)の走査線Ｙi+1に
接続したｎチャネル型の駆動ＴＦＴ１３iと、駆動ＴＦＴ１３iのソース－ゲート間に接続
されたキャパシタＣＳiと、アノード側を電源電圧Ｖddの供給線に接続するとともにカソ
ード側を駆動ＴＦＴ１３iのドレインに接続した有機ＥＬ素子ＬＤiとを備えて構成される
。表示セルＰＸ(k,i-1)，ＰＸ(k,i+1)および他の表示セルについても上記ＰＸ(k,i)と同
様な等価回路で表わされる。
【００４８】
次に、図２に示した等価回路の動作について説明する。図３は、上記等価回路において、
走査線Ｙi-1～Ｙi+2に供給される走査線選択電圧とデータ線Ｘkに供給されるデータ電圧
のタイミングチャートである。なお、図３には、説明の便宜上、表示セルＰＸ(k,i+2)に
供給される走査線Ｙi+2の電圧も示している。
【００４９】
まず、期間ｔ０において、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙi-1に対して電圧Ｖ１を供給
し、走査線Ｙi～Ｙi+2および図示しないその他の走査線に対しては各選択ＴＦＴの閾値電
圧以下の電圧（以下、説明を簡単にするため、図３に示すように０［Ｖ］とする）を供給
する。これにより、表示セルＰＸ(k,i-1)内の選択ＴＦＴ１２i-1のみがオン状態となり、
他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。なお、電圧Ｖ１は、
Ｖ１＝Ｖdd－Ｖth

で表わされる。ここで、Ｖddは上記した電源電圧であり、Ｖthは各表示セル内の有機ＥＬ
素子の発光閾値電圧である。
【００５０】
また、期間ｔ０においては、データ線駆動回路３０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ０が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ１３i-1のソースは走査線Ｙiに接続されているので、そ
の電位は走査線Ｙiの電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選択ＴＦＴ１２i-1がオン
状態になると、駆動ＴＦＴ１３i-1のゲートには、駆動ＴＦＴ１３i-1のソース－ゲート間
電圧、すなわち電圧Ｓ０が入力される。電圧Ｓ０は、正の値を示しかつ駆動ＴＦＴ１３i-

1の閾値電圧以上でもあるので、駆動ＴＦＴ１３i-1はオン状態となる。駆動ＴＦＴ１３i-

1がオン状態になると、有機ＥＬ素子ＬＤi-1には、電源電圧Ｖddから駆動ＴＦＴ１３i-1

のドレイン－ソース間電圧を差し引いた電圧が印加される。ドレイン－ソース間電圧は十
分に小さいので、有機ＥＬ素子ＬＤi-1は、発光閾値以上の電圧が印加されることになり
発光し始める。
【００５１】
また、キャパシタＣＳi-1の一端も走査線Ｙiに接続されているので、期間ｔ０では、その
電位も走査線Ｙiの電位、すなわち０［Ｖ］を示す。結局、キャパシタＣＳi-1には、デー
タ線Ｘkと走査線Ｙiの電位差、すなわち電圧Ｓ０が書き込まれる。なお、データ線駆動回
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路３０によって供給されるデータ電圧は、上記電圧Ｖ１以上でありかつ電圧Ｖ３以下であ
る。すなわち、上記電圧Ｓ０、後述する電圧Ｓ１～Ｓ５、電圧Ｖ１およびＶ３は、
Ｖ１＜Ｓ０～Ｓ５＜Ｖ３
の関係を有する。
【００５２】
一方、表示セルＰＸ(k,i-1)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ０においてはオフ
状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあ
っては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００５３】
次の期間ｔ１では、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙi-1に対して、電圧Ｖ１よりも大き
い電圧Ｖ２を供給し、走査線Ｙiに対して電圧Ｖ１を供給し、走査線Ｙi+1，Ｙi+2および
図示しないその他の走査線に対しては０［Ｖ］を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k

,i-1)内の選択ＴＦＴ１２i-1および表示セルＰＸ(k,i)内の選択ＴＦＴ１２iがオン状態と
なり、他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。なお、電圧値Ｖ２は、上記した電圧Ｖ３よりも
十分に大きな値である。
【００５４】
また、この期間ｔ１においては、データ線駆動回路３０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ
１が供給される。ここで、駆動ＴＦＴ１３i-1のソースは走査線Ｙiに接続されているので
、その電位は走査線Ｙiの電位、すなわちＶ１を示す。よって、電圧Ｖ２の入力により選
択ＴＦＴ１２i-1がオン状態になると、駆動ＴＦＴ１３i-1のゲートには、駆動ＴＦＴ１３

i-1のソース－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ１－Ｖ１が入力される。電圧Ｓ１－Ｖ１は
、正の値を示しかつ駆動ＴＦＴ１３i-1の閾値電圧以上でもあるので、駆動ＴＦＴ１３i-1

はオン状態となる。
【００５５】
駆動ＴＦＴ１３i-1がオン状態になると、有機ＥＬ素子ＬＤi-1には、電源電圧Ｖddから駆
動ＴＦＴ１３i-1のドレイン－ソース間電圧と電圧Ｖ１を差し引いた電圧が印加されるこ
とになる。ドレイン－ソース間電圧は十分に小さいが、電圧Ｖ１は、上記したようにＶ１
＝Ｖdd－Ｖthの関係を有するため、有機ＥＬ素子ＬＤi-1は発光閾値未満の電圧が印加さ
れることになり発光しない。また、キャパシタＣＳi-1の一端も走査線Ｙiに接続されてい
るので、結局、キャパシタＣＳi-1にも、データ線Ｘkと走査線Ｙiの電位差、すなわち電
圧Ｓ１－Ｖ１が書き込まれる。
【００５６】
また、駆動ＴＦＴ１３iのソースは走査線Ｙi+1に接続されているので、その電位は走査線
Ｙi+1の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、電圧Ｖ１の入力により選択ＴＦＴ１２i

がオン状態になると、駆動ＴＦＴ１３iのゲートには、駆動ＴＦＴ１３iのソース－ゲート
間電圧、すなわち電圧Ｓ１が入力される。電圧Ｓ１は、正の値を示しかつ駆動ＴＦＴ１３

iの閾値電圧以上でもあるので、結局、駆動ＴＦＴ１３iはオン状態となる。駆動ＴＦＴ１
３iがオン状態になると、走査線Ｙi+1の電位が０［Ｖ］であるので、有機ＥＬ素子ＬＤi

に、電源電圧Ｖddから駆動ＴＦＴ１３iのドレイン－ソース間電圧を差し引いた電圧が印
加される。この状態は、上記した期間ｔ０での有機ＥＬ素子ＬＤi-1と同様な状態である
ので、有機ＥＬ素子ＬＤiは発光し始める。また、キャパシタＣＳiについても、上記した
期間ｔ０でのキャパシタＣＳi-1と同様な状態となるので、データ線Ｘkと走査線Ｙiの電
位差、すなわちデータ電圧Ｓ１が書き込まれる。
【００５７】
一方、表示セルＰＸ(k,i-1)およびＰＸ(k,i)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ１
においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていな
い初期状態にあっては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００５８】
次の期間ｔ２では、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙi-1に対して０［Ｖ］を供給し、走
査線Ｙiに対して上記した電圧Ｖ２を供給し、走査線Ｙi+1に対して上記した電圧Ｖ１を供
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給し、走査線Ｙi+2および図示しないその他の走査線に対しては０［Ｖ］を供給する。こ
れにより、表示セルＰＸ(k,i)内の選択ＴＦＴ１２iおよび表示セルＰＸ(k,i+1)内の選択
ＴＦＴ１２i+1がオン状態となり、表示セルＰＸ(k,i-1)内の選択ＴＦＴ１２i-1および他
の表示セル内の各選択ＴＦＴはオフ状態となる。また、この期間ｔ２においては、データ
線駆動回路３０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ２が供給される。
【００５９】
この状態で、表示セルＰＸ(k,i-1)内の選択ＴＦＴ１２i-1はオフ状態であるが、上記した
期間ｔ１において、同表示セル内のキャパシタＣＳi-1には電圧Ｓ１－Ｖ１が書き込まれ
ているため、駆動ＴＦＴ１３i-1はその電圧をゲートに入力してオン状態となる。しかし
ながら、駆動ＴＦＴ１３i-1のソースに接続されている走査線Ｙiには十分に大きな値を有
する電圧Ｖ２が供給されているため、有機ＥＬ素子ＬＤi-1は発光閾値未満の電圧が印加
されることになり発光しない。
【００６０】
一方、駆動ＴＦＴ１３iのソースは走査線Ｙi+1に接続されているので、期間ｔ２では、そ
の電位は走査線Ｙi+1の電位、すなわちＶ１を示す。よって、選択ＴＦＴ１２iがオン状態
になると、駆動ＴＦＴ１３iのゲートには、駆動ＴＦＴ１３iのソース－ゲート間電圧、す
なわち電圧Ｓ２－Ｖ１が入力される。また、駆動ＴＦＴ１３i+1のソースは走査線Ｙi+2に
接続されているので、期間ｔ２では、その電位は走査線Ｙi+1の電位、すなわち０［Ｖ］
を示す。よって、選択ＴＦＴ１２i+1がオン状態になると、駆動ＴＦＴ１３i+1のゲートお
よびキャパシタＣＳi+1には、駆動ＴＦＴ１３i+1のソース－ゲート間電圧、すなわち電圧
Ｓ２が入力される。
【００６１】
これら表示セルＰＸ(k,i)およびＰＸ(k,i+1)の状態は、上記した期間ｔ１における表示セ
ルＰＸ(k,i-1)および表示セルＰＸ(k,i)と同様な状態である。よって、有機ＥＬ素子ＬＤ

iは発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光せず、キャパシタＣＳiには、データ
線Ｘkと走査線Ｙiの電位差、すなわちデータ電圧Ｓ２－Ｖ１が書き込まれる。また、有機
ＥＬ素子ＬＤi+1は発光し始め、キャパシタＣＳi+1には、データ線Ｘkと走査線Ｙiの電位
差、すなわちデータ電圧Ｓ２が書き込まれる。
【００６２】
上記表示セル以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ２においてはオフ状態になるので
、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動
ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００６３】
次の期間ｔ３では、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙi-1およびＹiに対して０［Ｖ］を供
給し、走査線Ｙi+1に対して上記した電圧Ｖ２を供給し、走査線Ｙi+2に対して上記した電
圧Ｖ１を供給し、図示しないその他の走査線に対しては０［Ｖ］を供給する。これにより
、表示セルＰＸ(k,i+1)内の選択ＴＦＴ１２i+1および表示セルＰＸ(k,i+2)内の選択ＴＦ
Ｔ１２i+2がオン状態となり、表示セルＰＸ(k,i-1)内の選択ＴＦＴ１２i-1、表示セルＰ
Ｘ(k,i)内の選択ＴＦＴ１２iおよび他の表示セル内の各選択ＴＦＴはオフ状態となる。ま
た、この期間ｔ３においては、データ線駆動回路３０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ３
が供給される。
【００６４】
この状態で、表示セルＰＸ(k,i-1)内の選択ＴＦＴ１２i-1はオフ状態であるが、同表示セ
ル内のキャパシタＣＳi-1には電圧Ｓ１－Ｖ１が保持されているため、駆動ＴＦＴ１３i-1

はその電圧をゲートに入力してオン状態となる。さらに、駆動ＴＦＴ１３i-1のソースに
接続されている走査線Ｙiは０［Ｖ］であるため、有機ＥＬ素子ＬＤiは発光閾値以上の電
圧が印加されて発光し始める。
【００６５】
また、この期間ｔ３において、表示セルＰＸ(k,i)内の選択ＴＦＴ１２iはオフ状態である
が、上記した期間ｔ２において、同表示セル内のキャパシタＣＳiには電圧Ｓ２－Ｖ１が
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書き込まれているため、駆動ＴＦＴ１３iはその電圧をゲートに入力してオン状態となる
。しかしながら、駆動ＴＦＴ１３iのソースに接続されている走査線Ｙi+1には上記した電
圧Ｖ２が供給されているため、有機ＥＬ素子ＬＤiには発光閾値未満の電圧が印加される
ことになり発光しない。すなわち、表示セルＰＸ(k,i)は、上記した期間ｔ２における表
示セルＰＸ(k,i-1)と同様な状態となる。
【００６６】
一方、駆動ＴＦＴ１３i+1のソースは走査線Ｙi+2に接続されているので、期間ｔ３では、
その電位は走査線Ｙi+2の電位、すなわちＶ１を示す。よって、選択ＴＦＴ１２i+1がオン
状態になると、駆動ＴＦＴ１３i+1のゲートおよびキャパシタＣＳi+1に、駆動ＴＦＴ１３

i+1のソース－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ３－Ｖ１が入力される。
【００６７】
この状態は、上記した期間ｔ１における駆動ＴＦＴ１３i-1と同様な状態である。よって
、有機ＥＬ素子ＬＤi+1は発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光せず、キャパ
シタＣＳi+1には、データ線Ｘkと走査線Ｙi+2の電位差、すなわちデータ電圧Ｓ３－Ｖ１
が書き込まれる。
【００６８】
表示セルＰＸ(k,i+2)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ３においてはオフ状態に
なるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては
、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００６９】
続く期間ｔ４以降においては、走査線駆動回路２０によって選択された順、すなわち走査
線に走査線選択電圧として電圧Ｖ１が供給された順に、各表示セルに電圧Ｖ１と電圧Ｖ２
からなる図３に示すような階段形状のパルスが供給され、上述した動作が繰り返される。
【００７０】
これら動作を一般的に記述すると、各表示セルは、走査線に電圧Ｖ１が供給された際のデ
ータ電圧に基づいて一瞬だけ有機ＥＬ素子を発光させる第１フェーズと、有機ＥＬ素子を
発光させずに、走査線に電圧Ｖ１よりも大きい電圧Ｖ２が供給された際のデータ電圧をキ
ャパシタに書き込む第２フェーズと、有機ＥＬ素子を発光させずに、キャパシタへの書き
込みを停止しつつ書き込まれた電圧を保持する第３フェーズと、キャパシタへの書き込み
を停止しつつ書き込まれた電圧に基づいて有機ＥＬ素子の発光を新たな第１フェーズまで
持続させる第４フェーズとにいった流れで動作する。
【００７１】
ここで特に、上記した第２フェーズの電圧書込み時において、従来の構成で共通線に接続
されていたキャパシタの一端の電位が、表示セルの位置とは無関係に電圧Ｖ１に固定され
るので、そのキャパシタに所望の電圧（データ電圧－電圧Ｖ１）を正確に書き込むことが
できる。但し、データ線には、キャパシタに書き込みたい電圧よりも電圧Ｖ１だけ大きい
電圧を供給する必要がある。なお、第１フェーズにおいて望まない発光が生じるがそれは
第４フェーズにおいて持続する発光時間に比べて無視できる程に短い時間であり、視認す
ることもできないために問題とはならない。
【００７２】
以上に説明したように、実施の形態１にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば
、キャパシタの一端と駆動ＴＦＴのソースを、それらを含む表示セルの下位の行を選択す
るための走査線に接続するので、従来必要であった共通線を排除することができる。また
、表示セル内のキャパシタの一端の電位をその走査線に入力される電圧Ｖ１に固定しかつ
有機ＥＬ素子に電流を流さない状態で、データ電圧をそのキャパシタに書き込むので、行
上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するようなことも無く、キャ
パシタに所望の電圧を正確に保持させることができる。すなわち、アクティブマトリクス
パネル１０の大画面化により行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗く
て端に向かって明るくなるというような従来生じていた輝度ムラは発生しない。
【００７３】
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（実施の形態２）
つぎに、実施の形態２にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法について説明する。実施
の形態２にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法は、実施の形態１に説明した駆動方法
に加えて、上述した階段形状のパルス幅に等しい矩形パルスを、階段形状のパルスが書き
込まれている表示セル以外の表示セルに入力することで、同一パネル上においてデータの
書込みとデータの消去を同時に行うことを特徴としている。
【００７４】
なお、実施の形態２にかかるＥＬ表示装置の概略構成については図１に示したとおりであ
るので、ここではその説明を省略する。よって、以下においては、走査線駆動回路２０に
よる駆動方法について説明する。
【００７５】
図４は、実施の形態２にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。特に
図４は、ｋ列目のｉ行目およびｉ＋１行目に位置する２つの表示セルＰＸ(k,i)，ＰＸ(k,

i+1)と、それら表示セルから所定行数分離れたｊ行目およびｊ＋１行目に位置する２つの
表示セルＰＸ(k,j)，ＰＸ(k,j+1)とを表わしている。各表示セルの回路構成および符号に
ついては実施の形態１と同様であるのでここでは説明を省略する。
【００７６】
図５は、図４に示した等価回路において、走査線Ｙi，Ｙi+1，Ｙj，Ｙj+1に供給される走
査線選択電圧とデータ線Ｘkに供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。なお
、図中の電圧Ｖ１、Ｖ２およびＶ３は、実施の形態１に示したとおりの関係を有する。
【００７７】
まず、期間ｔ１において、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙiに対して電圧Ｖ１を供給し
、走査線Ｙjに対して電圧Ｖ２を供給し、走査線Ｙi+1，Ｙj+1および図示しないその他の
走査線に対して０［Ｖ］を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,i)内の選択ＴＦＴ１
２iと表示セルＰＸ(k,j)内の選択ＴＦＴ１２jがオン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ
状態となる。
【００７８】
また、この期間ｔ１においては、データ線駆動回路３０によって、データ線Ｘkにデータ
電圧Ｓ１が供給される。ここで、駆動ＴＦＴ１３iのソースは走査線Ｙi+1に接続されてい
るので、その電位は走査線Ｙi+1の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選択ＴＦＴ
１２iがオン状態になると、キャパシタＣＳiと駆動ＴＦＴ１３iのゲートには、駆動ＴＦ
Ｔ１３iのソース－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ１が入力される。この状態は、実施の
形態１で説明した期間ｔ１における表示セルＰＸ(k,i)の状態と同じである。よって、有
機ＥＬ素子ＬＤiは、発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャパシタＣＳiには
、データ線Ｘkと走査線Ｙi+1の電位差、すなわち電圧Ｓ１が書き込まれる。
【００７９】
また、駆動ＴＦＴ１３jのソースは走査線Ｙj+1に接続されているので、その電位は走査線
Ｙj+1の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選択ＴＦＴ１２jがオン状態になると、
キャパシタＣＳjと駆動ＴＦＴ１３jのゲートには、データ電圧Ｓ１が入力される。この状
態も、上記した表示セルＰＸ(k,i)と同様な状態であるため、有機ＥＬ素子ＬＤjは、発光
閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャパシタＣＳjには、データ線Ｘkと走査線Ｙ

j+1の電位差、すなわちデータ電圧Ｓ１が書き込まれる。
【００８０】
一方、表示セルＰＸ(k,i)およびＰＸ(k,j)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ１に
おいてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない
初期状態にあっては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００８１】
次の期間ｔ２では、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙi，Ｙj，Ｙj+1に対して電圧Ｖ２を
供給し、走査線Ｙi+1に対して電圧Ｖ１を供給し、図示しないその他の走査線に対しては
０［Ｖ］を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,i)内の選択ＴＦＴ１２i、表示セルＰ
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Ｘ(k,i+1)内の選択ＴＦＴ１２i+1、表示セルＰＸ(k,j)内の選択ＴＦＴ１２jおよび表示セ
ルＰＸ(k,j+1)内の選択ＴＦＴ１２j+1がオン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ状態とな
る。
【００８２】
また、この期間ｔ２においては、データ線駆動回路３０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ
２が供給される。ここで、駆動ＴＦＴ１３iのソースは走査線Ｙi+1に接続されているので
、その電位は走査線Ｙi+1の電位、すなわち電圧Ｖ１を示す。よって、選択ＴＦＴ１２iが
オン状態になると、キャパシタＣＳiと駆動ＴＦＴ１３iのゲートには、電圧Ｓ２－Ｖ１が
入力される。また、駆動ＴＦＴ１３i+1のソースは走査線Ｙi+2に接続されているので、そ
の電位は走査線Ｙi+2の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選択ＴＦＴ１２i+1がオ
ン状態になると、キャパシタＣＳi+1と駆動ＴＦＴ１３i+1のゲートには、データ電圧Ｓ２
が入力される。これら表示セルＰＸ(k,i)およびＰＸ(k,i+1)の状態は、実施の形態１で説
明した期間ｔ２における表示セルＰＸ(k,i)およびＰＸ(k,i+1)の状態と同じである。よっ
て、有機ＥＬ素子ＬＤiは、発光閾値未満の電圧が印加されて発光せず、キャパシタＣＳi

には、データ線Ｘkと走査線Ｙi+1の電位差、すなわちデータ電圧Ｓ２－Ｖ１が書き込まれ
る。また、有機ＥＬ素子ＬＤi+1は、発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャ
パシタＣＳi+1には、データ線Ｘkと走査線Ｙi+2の電位差、すなわちデータ電圧Ｓ２が書
き込まれる。
【００８３】
一方、駆動ＴＦＴ１３jのソースは走査線Ｙj+1に接続されているので、その電位は走査線
Ｙj+1の電位、すなわちＶ２を示す。よって、この期間ｔ２においては、選択ＴＦＴ１２j

がオン状態になると、駆動ＴＦＴ１３jのゲートに、駆動ＴＦＴ１３jのソース－ゲート間
電圧、すなわち電圧Ｓ２－Ｖ２が入力される。電圧Ｖ２は、実施の形態１で説明したよう
に、データ電圧よりも大きな値を有するので、上記電圧Ｓ２－Ｖ２は負の値を示す。すな
わち、駆動ＴＦＴ１３jはオフ状態となり、有機ＥＬ素子ＬＤjは発光しない。また、キャ
パシタＣＳjの一端も走査線Ｙj+1に接続されているので、結局、キャパシタＣＳjにも、
データ線Ｘkと走査線Ｙj+1の電位差、すなわち負の電圧Ｓ２－Ｖ２が書き込まれる。
【００８４】
また、駆動ＴＦＴ１３j+1のソースは走査線Ｙj+2に接続されているので、その電位は走査
線Ｙj+2の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、電圧Ｖ２の入力により選択ＴＦＴ１
２j+1がオン状態になると、キャパシタＣＳj+1と駆動ＴＦＴ１３j+1のゲートには、デー
タ電圧Ｓ２が入力される。この状態は、上記した期間ｔ１における表示セルＰＸ(k,j)と
同様な状態であるため、有機ＥＬ素子ＬＤj+1は、発光閾値以上の電圧が印加されて発光
し始め、キャパシタＣＳj+1には、データ線Ｘkと走査線Ｙj+2の電位差、すなわちデータ
電圧Ｓ２が書き込まれる。
【００８５】
また、上記以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、この期間ｔ２においてはオフ状態になるの
で、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆
動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００８６】
次の期間ｔ３では、走査線駆動回路２０は、走査線Ｙi+1，Ｙj+1に対して電圧Ｖ２を供給
し、走査線Ｙi，Ｙjおよび図示しないその他の走査線に対しては０［Ｖ］を供給する。こ
れにより、表示セルＰＸ(k,i+1)内の選択ＴＦＴ１２i+1および表示セルＰＸ(k,j+1)内の
選択ＴＦＴ１２j+1がオン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。
【００８７】
また、この期間ｔ３においては、データ線駆動回路３０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ
３が供給される。この状態で、表示セルＰＸ(k,i)内の選択ＴＦＴ１２iはオフ状態である
が、上記した期間ｔ２において、同表示セル内のキャパシタＣＳiには電圧Ｓ２－Ｖ１が
書き込まれているため、駆動ＴＦＴ１３iはその電圧をゲートに入力してオン状態となる
。しかしながら、駆動ＴＦＴ１３iのソースに接続されている走査線Ｙiには上記した電圧
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Ｖ２が供給されているため、実施の形態１で説明した期間ｔ３における表示セルＰＸ(k,i

)の状態と同様に、有機ＥＬ素子ＬＤiは発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光
しない。
【００８８】
また、駆動ＴＦＴ１３i+1のソースは走査線Ｙi+2に接続されているが、走査線Ｙi+2以降
の走査線に対しても、期間ｔ１およびｔ２における走査線Ｙiのタイミングチャートで示
した電圧が順次与えられるので、その駆動ＴＦＴ１３i+1のソースの電位は走査線Ｙi+2の
電位、すなわち電圧Ｖ１を示す。よって、選択ＴＦＴ１２i+1がオン状態になると、キャ
パシタＣＳi+1と駆動ＴＦＴ１３i+1のゲートには、電圧Ｓ３－Ｖ１が入力される。この表
示セルＰＸ(k,i+1)の状態は、実施の形態１で説明した期間ｔ３における表示セルＰＸ(k,

i+1)の状態と同じである。すなわち、有機ＥＬ素子ＬＤi+1は、発光閾値未満の電圧が印
加されて発光せず、キャパシタＣＳi+1には、データ線Ｘkと走査線Ｙi+2の電位差、すな
わち電圧Ｓ３－Ｖ１が書き込まれる。
【００８９】
一方、表示セルＰＸ(k,j)内の選択ＴＦＴ１２jはオフ状態であり、さらには、上記した期
間ｔ２において、同表示セル内のキャパシタＣＳiには負の電圧Ｓ２－Ｖ２が書き込まれ
ているため、駆動ＴＦＴ１３jもまたオフ状態となる。すなわち、有機ＥＬ素子ＬＤjは発
光しない。特に、この非発光状態は、期間ｔ１における表示セルＰＸ(k,i)のように新た
な電圧書込みが行われるまで持続する。換言すれば、表示セルＰＸ(k,j)に対してデータ
の消去が行われる。
【００９０】
また、駆動ＴＦＴ１３j+1のソースは走査線Ｙj+1に接続されているが、走査線Ｙj+2以降
の走査線に対しても、期間ｔ１およびｔ２における走査線Ｙjのタイミングチャートで示
した電圧が順次与えられるので、その駆動ＴＦＴ１３j+1のソースの電位は走査線Ｙj+2の
電位、すなわち電圧Ｖ２を示す。この状態は、期間ｔ２における表示セルＰＸ(k,j)の状
態と同様である。すなわち、駆動ＴＦＴ１３j+1は、ゲートに負の電圧Ｓ３－Ｖ２を入力
してオフ状態となり、有機ＥＬ素子ＬＤj+1は発光しない。また、キャパシタＣＳj+1にも
、データ線Ｘkと走査線Ｙj+2の電位差、すなわち負の電圧Ｓ３－Ｖ２が書き込まれる。
【００９１】
また、上記以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ３においてはオフ状態になるので、
それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動Ｔ
ＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【００９２】
続く期間ｔ４以降においては、各表示セルに対して順次、上述した動作と同様な動作が繰
り返される。すなわち、各表示セルは、上記した表示セルＰＸ(k,i)，ＰＸ(k,i+1)のよう
に、走査線駆動回路２０によって、走査線に階段形状のパルスの一段目として電圧Ｖ１が
供給された順に、正確な電圧書込みによって有機ＥＬ素子を発光させる。また、各表示セ
ルは、上記した表示セルＰＸ(k,j)，ＰＸ(k,j+1)のように、走査線駆動回路２０によって
、走査線に矩形パルスである電圧Ｖ２が供給された順に、データの消去を行う。
【００９３】
以上に説明したように、実施の形態２にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば
、実施の形態１で説明した駆動方法に加え、発光のための電圧書込みが行われていない走
査線上の表示セルに対して、順次、そのキャパシタへ負の電圧を書き込むので、アクティ
ブマトリクスパネル１０上において同時にデータ表示とデータの消去を実行することがで
きる。特に、そのデータの消去動作においては、駆動ＴＦＴのソース－ゲート間に逆電圧
を印加することになるので、駆動ＴＦＴの閾値電圧シフトを抑制することもできる。
【００９４】
（実施の形態３）
次に、実施の形態３にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の
形態３にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法は、同一行の表示セルの選択ＴＦＴに接
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続された走査線（以下、選択走査線と称する。）と、同一行の表示セルのキャパシタに接
続された線路（以下、書込み走査線と称する。）とが、それぞれ独立して走査線駆動回路
に接続され、それら選択走査線と書込み走査線に所定のタイミングで互いに異なる電圧パ
ルスを印加することを特徴としている。
【００９５】
図６は、実施の形態３にかかるＥＬ表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパ
ネルと駆動回路を示す図である。図６において、アクティブマトリクスパネル５０は、ガ
ラス基板上に格子状に形成されたｎ本の選択走査線Ｙａ1～Ｙａnとｎ本の書込み走査線Ｙ
ｂ1～Ｙｂnとｍ本のデータ線Ｘ1～Ｘmを備えており、さらにそれら選択走査線とデータ線
との交差点にそれぞれ表示セル５１を配置している。また、各表示セル５１は、後述する
ようにＴＦＴを備えている。また、アクティブマトリクスパネル５０は、ｎ本の選択走査
線Ｙａ1～Ｙａnに対して所定のタイミングで走査線選択電圧を供給するとともにｎ本の書
込み走査線Ｙｂ1～Ｙｂnに対して所定のタイミングで書込み基準電圧を供給する走査線駆
動回路６０と、ｍ本のデータ線Ｘ1～Ｘmに対して所定のタイミングでデータ電圧を供給す
るデータ線駆動回路３０とを備えている。なお、図６では、ＥＬ表示装置を駆動させるた
めのその他の種々の回路については省略している。
【００９６】
図６に示すＥＬ表示装置において、図１３に示した従来の有機ＥＬ表示装置と異なる点は
、各表示セルのキャパシタに接続されていた共通線が走査線駆動回路６０に接続され、各
表示セルの有機ＥＬ素子のアノード側が接地線ＧＮＤに接続されていることである。また
、走査線駆動回路６０が上記走査線選択電圧と上記書込み基準電圧を所定の大小関係を有
した状態でそれぞれ選択走査線と書込み走査線に供給する点も異なる。すなわち、走査線
駆動回路５０による駆動方法にも特徴がある。
【００９７】
図７は、実施の形態３にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。なお
、図７は、ｋ列目のｉ－１行目～ｉ＋１行目に位置する３つの表示セルＰＸ(k,i-1)，Ｐ
Ｘ(k,i)，ＰＸ(k,i+1)を表わしている。ここで、ｋ列ｉ行目の表示セルＰＸ(k,i)の等価
回路について説明する。表示セルＰＸ(k,i)は、ゲートを選択走査線Ｙａiに接続するとと
もにドレインをデータ線Ｘkに接続したｎチャネル型の選択ＴＦＴ５２iと、ゲートを選択
ＴＦＴ５２iのソースに接続するとともにソースを書込み走査線Ｙｂiに接続したｎチャネ
ル型の駆動ＴＦＴ５３iと、駆動ＴＦＴ５３iのソース－ゲート間に接続されたキャパシタ
ＣＳiと、アノード側を接地線ＧＮＤに接続するとともにカソード側を駆動ＴＦＴ５３iの
ドレインに接続した有機ＥＬ素子ＬＤiとを備えて構成される。表示セルＰＸ(k,i-1)，Ｐ
Ｘ(k,i+1)および他の表示セルについても上記ＰＸ(k,i)と同様な等価回路で表わされる。
【００９８】
次に、図７に示した等価回路の動作について説明する。図８は、上記等価回路において、
選択走査線Ｙａi-1～Ｙａi+2に供給される走査線選択電圧と書込み走査線Ｙｂi-1～Ｙｂi

+2に供給される書込み基準電圧とデータ線Ｘkに供給されるデータ電圧のタイミングチャ
ートである。なお、図８には、説明の便宜上、表示セルＰＸ(k,i+2)に供給される選択走
査線Ｙａi+2および書込み走査線Ｙｂi+2の電圧も示している。
【００９９】
まず、期間ｔ０において、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａi-1に対して電圧Ｖ２
を供給し、選択走査線Ｙａi～Ｙａi+2および図示しないその他の選択走査線に対して負の
電源電圧－Ｖddを供給し、書込み走査線Ｙｂi-1～Ｙｂi+2および図示しないその他の書込
み走査線に対して接地電位（０［Ｖ］）を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,i-1)

内の選択ＴＦＴ５２i-1のみがオン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。
【０１００】
また、期間ｔ０においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ０が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ５３i-1のソースは書込み走査線Ｙｂi-1に接続されてい
るので、その電位は書込み走査線Ｙｂi-1の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選
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択ＴＦＴ５２i-1がオン状態になると、駆動ＴＦＴ５３i-1のゲートには、駆動ＴＦＴ５３

i-1のソース－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ０が入力される。ここで、データ線駆動回
路７０によって供給される電圧Ｓ０および後述する電圧Ｓ１～Ｓ５は、正の値を示しかつ
駆動ＴＦＴ５３i-1の閾値電圧以上である。すなわち、ゲートに電圧Ｓ０が供給された駆
動ＴＦＴ５３i-1はオン状態となり、有機ＥＬ素子ＬＤi-1のカソード側と書込み走査線Ｙ
ｂi-1との間の電流路が形成される。ところが、書込み走査線Ｙｂi-1は０［Ｖ］を示して
いるので、有機ＥＬ素子ＬＤi-1に電圧は印加されず発光しない。
【０１０１】
この状態では、キャパシタＣＳi-1の一端も書込み走査線Ｙｂi-1に接続されているので、
期間ｔ０では、その電位も書込み走査線Ｙｂi-1の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。結局
、キャパシタＣＳi-1には、データ線Ｘkと書込み走査線Ｙｂi-1の電位差、すなわち電圧
Ｓ０が書き込まれる。特に、この電圧書込み時においては、上記したように書込み走査線
Ｙｂi-1に接続された各表示セル内の有機ＥＬ素子に電流が流れないため、各有機ＥＬ素
子から書込み走査線Ｙｂi-1へと電流が流入することはない。これは、従来の共通線で生
じていた表示セル位置に基づく電圧降下が生じないことを意味している。
【０１０２】
一方、表示セルＰＸ(k,i-1)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ０においてはオフ
状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあ
っては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。
【０１０３】
次の期間ｔ１では、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａiに対して電圧Ｖ２を供給し
、選択走査線Ｙａi-1、Ｙａi+1、Ｙａi+2および図示しないその他の選択走査線に対して
負の電源電圧－Ｖddを供給し、書込み走査線Ｙｂi-1～Ｙｂi+2および図示しないその他の
書込み走査線に対して接地電位（０［Ｖ］）を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,i

)内の選択ＴＦＴ５２iのみがオン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。
【０１０４】
また、期間ｔ１においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ１が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ５３iのソースは書込み走査線Ｙｂiに接続されているの
で、その電位は書込み走査線Ｙｂiの電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選択ＴＦ
Ｔ５２iがオン状態になると、駆動ＴＦＴ５３iのゲートには、駆動ＴＦＴ５３iのソース
－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ１が入力される。この状態は、期間ｔ０における表示セ
ルＰＸ(k,i-1)の状態と同様であり、結局、ゲートに電圧Ｓ１が供給された駆動ＴＦＴ５
３iはオン状態となるが、有機ＥＬ素子ＬＤiに電圧は印加されず発光しない。
【０１０５】
また、この状態において、キャパシタＣＳiには、期間ｔ０における表示セルＰＸ(k,i-1)

のキャパシタＣＳi-1と同様に、データ線Ｘkと書込み走査線Ｙｂiの電位差、すなわち電
圧Ｓ１が書き込まれる。この電圧書込み時においても、上記したように、各表示セルの有
機ＥＬ素子から書込み走査線Ｙｂiへと電流が流入しないため、電圧降下は生じない。
【０１０６】
一方、表示セルＰＸ(k,i)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、期間ｔ１においてはオフ状
態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっ
ては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。但し、表示セルＰ
Ｘ(k,i-1)内のキャパシタＣＳi-1には、期間ｔ０において電圧Ｓ０が書き込まれているた
めに、その駆動ＴＦＴ５３i-1はオン状態となる。ところが、書込み走査線Ｙｂi-1は０［
Ｖ］を示しているために、有機ＥＬ素子ＬＤi-1に電圧は印加されず発光しない。
【０１０７】
次の期間ｔ２では、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａi+1に対して電圧Ｖ２を供給
し、選択走査線Ｙａi-1、Ｙａi、Ｙａi+2および図示しないその他の選択走査線に対して
負の電源電圧－Ｖddを供給し、書込み走査線Ｙｂi-1にも負の電源電圧－Ｖddを供給し、
書込み走査線Ｙｂi～Ｙｂi+2および図示しないその他の書込み走査線に対して接地電位（
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０［Ｖ］）を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,i+1)内の選択ＴＦＴ５３i+1のみが
オン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。
【０１０８】
また、期間ｔ２においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ２が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ５３i+1のソースは書込み走査線Ｙｂi+1に接続されてい
るので、その電位は書込み走査線Ｙｂi+1の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選
択ＴＦＴ５２i+1がオン状態になると、駆動ＴＦＴ５３i+1のゲートには、駆動ＴＦＴ５３

i+1のソース－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ２が入力される。この状態は、期間ｔ０に
おける表示セルＰＸ(k,i-1)の状態と同様であり、結局、ゲートに電圧Ｓ２が供給された
駆動ＴＦＴ５３i+1はオン状態となるが、有機ＥＬ素子ＬＤi+1に電圧は印加されず発光し
ない。
【０１０９】
また、この状態において、キャパシタＣＳi+1には、期間ｔ０における表示セルＰＸ(k,i-

1)のキャパシタＣＳi-1と同様に、データ線Ｘkと書込み走査線Ｙｂi+1の電位差、すなわ
ち電圧Ｓ２が書き込まれる。この電圧書込み時においても、上記したように、各表示セル
の有機ＥＬ素子から書込み走査線Ｙｂi+1へと電流が流入しないため、電圧降下は生じな
い。
【０１１０】
一方、表示セルＰＸ(k,i+1)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、この期間ｔ２においては
オフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態
にあっては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。但し、表示
セルＰＸ(k,i-1)内のキャパシタＣＳi-1には、期間ｔ０において電圧Ｓ０が書き込まれて
いるために、その駆動ＴＦＴ５３i-1はオン状態となる。さらに、書込み走査線Ｙｂi-1は
負の電源電圧－Ｖddを示しているために、有機ＥＬ素子ＬＤi-1には電圧Ｖddが印加され
、発光し始める。
【０１１１】
また、表示セルＰＸ(k,i)内のキャパシタＣＳiには、期間ｔ１において電圧Ｓ１が書き込
まれているために、その駆動ＴＦＴ５３iはオン状態となる。ところが、書込み走査線Ｙ
ｂiは０［Ｖ］を示しているために、有機ＥＬ素子ＬＤiに電圧は印加されず発光しない。
【０１１２】
次の期間ｔ３では、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａi+2に対して電圧Ｖ２を供給
し、選択走査線Ｙａi～Ｙａi+2および図示しないその他の選択走査線に対して負の電源電
圧－Ｖddを供給し、書込み走査線Ｙｂi-1およびＹｂiにも負の電源電圧－Ｖddを供給し、
書込み走査線Ｙｂi+1、Ｙｂi+2および図示しないその他の書込み走査線に対して接地電位
（０［Ｖ］）を供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,i+2)内の選択ＴＦＴ５３i+2のみ
がオン状態となり、他の選択ＴＦＴはオフ状態となる。
【０１１３】
また、期間ｔ３においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ３が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ５３i+2のソースは書込み走査線Ｙｂi+2に接続されてい
るので、その電位は書込み走査線Ｙｂi+2の電位、すなわち０［Ｖ］を示す。よって、選
択ＴＦＴ５２i+1がオン状態になると、駆動ＴＦＴ５３i+2のゲートには、駆動ＴＦＴ５３

i+2のソース－ゲート間電圧、すなわち電圧Ｓ３が入力される。この状態は、期間ｔ０に
おける表示セルＰＸ(k,i-1)の状態と同様であり、結局、ゲートに電圧Ｓ３が供給された
駆動ＴＦＴ５３i+2はオン状態となるが、有機ＥＬ素子ＬＤi+2に電圧は印加されず発光し
ない。
【０１１４】
また、この状態において、キャパシタＣＳi+2には、期間ｔ０における表示セルＰＸ(k,i-

1)のキャパシタＣＳi-1と同様に、データ線Ｘkと書込み走査線Ｙｂi+2の電位差、すなわ
ち電圧Ｓ３が書き込まれる。この電圧書込み時においても、上記したように、各表示セル
の有機ＥＬ素子から書込み走査線Ｙｂi+2へと電流が流入しないため、電圧降下は生じな
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い。
【０１１５】
一方、表示セルＰＸ(k,i+2)以外の表示セル内の選択ＴＦＴは、この期間ｔ３においては
オフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態
にあっては、各駆動ＴＦＴはオフ状態であり、各有機ＥＬ素子も発光しない。但し、表示
セルＰＸ(k,i)内の駆動ＴＦＴ５３i-1は、電圧Ｓ０が書き込まれたキャパシタＣＳiによ
ってオン状態となり、さらに、書込み走査線Ｙｂi-1は負の電源電圧－Ｖddを示している
ために、有機ＥＬ素子ＬＤi-1は期間ｔ２に引き続いて発光を持続する。
【０１１６】
また、表示セルＰＸ(k,i)内のキャパシタＣＳiには、期間ｔ１において電圧Ｓ１が書き込
まれているために、その駆動ＴＦＴ５３iはオン状態となり、さらに、書込み走査線Ｙｂi

は負の電源電圧－Ｖddを示しているために、有機ＥＬ素子ＬＤiは発光し始める。また、
表示セルＰＸ(k,i+1)内のキャパシタＣＳi+1には、期間ｔ２において電圧Ｓ２が書き込ま
れているために、その駆動ＴＦＴ５３i+1はオン状態となる。ところが、書込み走査線Ｙ
ｂi+1は０［Ｖ］を示しているために、有機ＥＬ素子ＬＤi+1に電圧は印加されず発光しな
い。
【０１１７】
続く期間ｔ４以降においても、上述したような動作を繰り返す。すなわち、走査線駆動回
路７０によって選択された順に、選択走査線に電圧Ｖ２が供給され、それに対となる書込
み走査線に負の電源電圧－Ｖddが供給される。
【０１１８】
この繰り返し動作を一般的に記述すると、各表示セルは、選択走査線に電圧Ｖ２が供給さ
れかつ書込み走査線に－Ｖddが供給された状態で有機ＥＬ素子を発光させずにデータ電圧
をキャパシタに書き込む第１フェーズと、選択走査線に電圧０［Ｖ］が供給されかつ書込
み走査線に－Ｖddが供給された状態で有機ＥＬ素子を発光させずにキャパシタの蓄積電圧
を保持する第２フェーズと、選択走査線と書込み走査線に－Ｖddが供給された状態でキャ
パシタの蓄積電圧に基づいて有機ＥＬ素子の発光を新たな第１フェーズまで持続させる第
３フェーズといった流れで動作する。すなわち、この動作が、走査線駆動回路７０によっ
て選択された表示セルに対して順に行われる。なお、上記した各電圧間の大きさの関係は
以下のとおりである。
Ｖ２＞Ｖ１＞０＞－Ｖdd

【０１１９】
以上に説明したように、実施の形態３にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば
、各表示セルにおいて、有機ＥＬ素子に電流を流さずにキャパシタにデータ電圧を書き込
むことができるように、選択ＴＦＴのゲートとキャパシタの一端とに与える電圧が所定の
関係を有して順次与えられるので、行上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電
位が変動するようなことも無く、キャパシタに所望の電圧を正確に保持させることができ
る。すなわち、アクティブマトリクスパネル５０の大画面化により行方向に位置する表示
セルの数が増加しても、中央部が暗くて端に向かって明るくなるというような従来生じて
いた輝度ムラは発生しない。
【０１２０】
（実施の形態４）
つぎに、実施の形態４にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法について説明する。実施
の形態４にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法は、実施の形態３に説明した駆動方法
に加えて、図８に示したようなパターンのパルスが書き込まれている表示セル以外の表示
セルに対して他の異なるパターンのパルスを入力することで、同一パネル上においてデー
タの書込みとデータの消去を同時に行うことを特徴としている。
【０１２１】
なお、実施の形態４にかかるＥＬ表示装置の概略構成については図６に示したとおりであ
るので、ここではその説明を省略する。よって、以下においては、走査線駆動回路６０に
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よる駆動方法について説明する。
【０１２２】
図９は、実施の形態４にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。特に
図９は、ｋ列目のｉ行目およびｉ＋１行目に位置する２つの表示セルＰＸ(k,i)，ＰＸ(k,

i+1)と、それら表示セルから所定行数分離れたｊ行目およびｊ＋１行目に位置する２つの
表示セルＰＸ(k,j)，ＰＸ(k,j+1)とを表わしている。各表示セルの回路構成および符号に
ついては実施の形態３と同様であるのでここでは説明を省略する。
【０１２３】
図１０は、図９に示した等価回路において、選択走査線Ｙａi，Ｙａi+1，Ｙａj，Ｙａj+1

に供給される走査線選択電圧と、書込み走査線Ｙｂi，Ｙｂi+1，Ｙｂj，Ｙｂj+1に供給さ
れる書込み基準電圧と、データ線Ｘkに供給されるデータ電圧のタイミングチャートであ
る。なお、図中の電圧Ｖ１、Ｖ２および－Ｖddは、実施の形態３に示したとおりの関係を
有し、さらに後述する電圧Ｖ３と上記電圧Ｖ１の関係は、Ｖ３＞Ｖ１である。また、以下
において、表示セルＰＸ(k,i)およびＰＸ(k,i+1)についての各期間ｔ０～ｔ４の動作は、
実施の形態３で説明した各期間の動作と同じなのでそれらの説明を省略し、表示セルＰＸ

(k,j)およびＰＸ(k,j+1)内の動作、換言すれば消去対象となっている表示セルの動作につ
いて説明する。
【０１２４】
まず、期間ｔ０において、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａj、Ｙａj+1および図示
しないその他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧－Ｖddを供給し、書
込み走査線Ｙｂjに対して電圧Ｖ３を供給し、書込み走査線Ｙｂj+1および図示しないその
他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧－Ｖddを供給する。こ
こで、期間ｔ０の直前において、表示セルＰＸ(k,j)、ＰＸ(k,j+1)および図示しないその
他の消去処理対象の表示セルは発光状態にあったとする。よって、走査線駆動回路６０に
よる上記電圧の供給により、表示セルＰＸ(k,j)、ＰＸ(k,j+1)内および図示しないその他
の消去処理対象の表示セル内の各選択ＴＦＴはオフ状態となる。
【０１２５】
また、この期間ｔ０においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkにデータ
電圧Ｓ０が供給される。ところが、消去処理対象の表示セル内の各選択ＴＦＴはオフ状態
であるので、それら表示セル内のキャパシタは、電圧Ｓ０に影響されない。その一方で、
それら表示セル内のキャパシタには、他の期間においてデータ電圧が書き込まれているた
め、キャパシタの一端に接続された書込み走査線の電位状態に応じて、発光されるかまた
は消去される。この期間ｔ０では、書込み走査線Ｙｂjはデータ電圧よりも大きな電圧Ｖ
３を示しているため、キャパシタＣＳjに書き込まれていた正の電圧は放電して表示セル
ＰＸ(k,j)の駆動ＴＦＴ５３jはオフ状態となり、有機ＥＬ素子ＬＤjは消灯する。また、
書込み走査線Ｙｂj+1は負の電源電圧－Ｖddを示しているため、表示セルＰＸ(k,j+!)の駆
動ＴＦＴ５３j+1のゲートには、キャパシタＣＳj+1の蓄積電圧が与えられ、有機ＥＬ素子
ＬＤjは発光を持続する。
【０１２６】
次の期間ｔ１では、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａjに電圧Ｖ２を供給し、選択
走査線Ｙａj+1および図示しないその他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電
源電圧－Ｖddを供給し、書込み走査線ＹｂjおよびＹｂj+1に対して電圧Ｖ３を供給し、図
示しないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧－Ｖddを
供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,j)の選択ＴＦＴ５２jはオン状態となり、表示セ
ルＰＸ(k,j+1)の選択ＴＦＴ５２j+1はオフ状態となる。
【０１２７】
また、期間ｔ１においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ１が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ５３jのソースは書込み走査線Ｙｂjに接続されているの
で、その電位は書込み走査線Ｙｂjの電位、すなわち電圧Ｖ３を示す。よって、選択ＴＦ
Ｔ５２jがオン状態になると、キャパシタＣＳjと駆動ＴＦＴ５３jのゲートには、負の電
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圧Ｓ１－Ｖ３が入力される。よって、駆動ＴＦＴ５３jはオフ状態となり、有機ＥＬ素子
ＬＤjは消灯状態を維持する。また、キャパシタＣＳjには負の電圧Ｓ１－Ｖ３が書き込ま
れる。
【０１２８】
一方、選択ＴＦＴ５２j+1はオフ状態であるが、書込み走査線Ｙｂj+1はデータ電圧よりも
大きな電圧Ｖ３を示しているため、キャパシタＣＳj+1に書き込まれていた正の電圧は放
電し、表示セルＰＸ(k,j+1)の駆動ＴＦＴ５３j+1はオフ状態となる。すなわち、有機ＥＬ
素子ＬＤj+1は消灯する。
【０１２９】
次の期間ｔ２では、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａjおよび図示しないその他の
消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧－Ｖddを供給し、選択走査線Ｙａj+

1に電圧Ｖ２を供給し、書込み走査線ＹｂjおよびＹｂj+1に対して電圧Ｖ３を供給し、図
示しないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧－Ｖddを
供給する。これにより、表示セルＰＸ(k,j)の選択ＴＦＴ５２jはオフ状態となり、表示セ
ルＰＸ(k,j+1)の選択ＴＦＴ５２j+1はオン状態となる。
【０１３０】
また、期間ｔ２においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkに電圧Ｓ２が
供給される。ここで、駆動ＴＦＴ５３j+1のソースは書込み走査線Ｙｂj+1に接続されてい
るので、その電位は書込み走査線Ｙｂj+1の電位、すなわち電圧Ｖ３を示す。よって、選
択ＴＦＴ５２j+1がオン状態になると、キャパシタＣＳj+1と駆動ＴＦＴ５３j+1のゲート
には、負の電圧Ｓ２－Ｖ３が入力される。よって、駆動ＴＦＴ５３j+1はオフ状態となり
、有機ＥＬ素子ＬＤj+1は消灯状態を維持する。また、キャパシタＣＳj+1には負の電圧Ｓ
２－Ｖ３が書き込まれる。
【０１３１】
一方、選択ＴＦＴ５２jはオフ状態であるが、期間ｔ１においてキャパシタＣＳjに負の電
圧Ｓ１－Ｖ３が書き込まれているため、駆動ＴＦＴ５３jはオフ状態のままであり、有機
ＥＬ素子ＬＤjは消灯状態を維持する。
【０１３２】
次の期間ｔ３では、走査線駆動回路６０は、選択走査線Ｙａj、Ｙａj+1および図示しない
その他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧－Ｖddを供給し、書込み走
査線Ｙｂjに０［Ｖ］を供給し、書込み走査線Ｙｂj+1に対して電圧Ｖ３を供給し、図示し
ないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧－Ｖddを供給
する。これにより、表示セルＰＸ(k,j)の選択ＴＦＴ５２jと表示セルＰＸ(k,j+1)の選択
ＴＦＴ５２j+1はともにオフ状態となる。
【０１３３】
また、期間ｔ３においては、データ線駆動回路７０によって、データ線Ｘkにデータ電圧
Ｓ３が供給される。ところが、消去処理対象の表示セル内の各選択ＴＦＴはオフ状態であ
るので、それら表示セル内のキャパシタは、電圧Ｓ３に影響されない。その一方で、表示
セルＰＸ(k,j)内のキャパシタＣＳjには、期間ｔ１において負の電圧Ｓ１－Ｖ３が書き込
まれているため、駆動ＴＦＴ５３jはオフ状態のままであり、有機ＥＬ素子ＬＤjは消灯状
態を維持する。同様に、表示セルＰＸ(k,j+1)内のキャパシタＣＳj+1には、期間ｔ２にお
いて負の電圧Ｓ２－Ｖ３が書き込まれているため、駆動ＴＦＴ５３j+1はオフ状態のまま
であり、有機ＥＬ素子ＬＤj+1は消灯状態を維持する。
【０１３４】
続く期間ｔ４以降においては、各表示セルに対して順次、上述した動作と同様な動作が繰
り返される。すなわち、各表示セルは、実施の形態３で説明したように、ある位置の選択
走査線に位置する表示セルから順に、その選択走査線上での電圧降下を生じさせることな
く、発光させることができるとともに、同一のアクティブマトリクスパネル上の他の選択
走査線に位置する表示セルから順に、データの消去を行う。
【０１３５】
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以上に説明したように、実施の形態４にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば
、実施の形態３で説明した駆動方法に加え、発光のための電圧書込みが行われていない走
査線上の表示セルに対して、順次、そのキャパシタへ負の電圧を書き込むので、アクティ
ブマトリクスパネル５０上において同時にデータ表示とデータの消去を実行することがで
きる。特に、そのデータの消去動作においては、駆動ＴＦＴのソース－ゲート間に逆電圧
を印加することになるので、駆動ＴＦＴの閾値電圧シフトを抑制することもできる。
【０１３６】
（実施の形態５）
つぎに、実施の形態５にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法について説明する。実施
の形態５にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法は、図１５（ａ）に示したような共通
線を有する従来構造において、各表示セルにおける共通線の電圧降下を予測し、その予測
結果に応じてデータ電圧の大きさを調整することを特徴としている。
【０１３７】
図１１は、実施の形態５にかかるＥＬ表示装置の駆動方法を説明するための説明図である
。特に、同図（ａ）は、アクティブマトリクスパネルの第ｉ行目の表示セル列を示す図で
あり、同図（ｂ)は、各表示セルに供給するデータ電圧を示す図である。
【０１３８】
各表示セルから共通線３１に流れ込む電流をそれぞれｉ1，ｉ2，．．．ｉp，．．．，ｉm

とすると、ｐ番目の画素までの共通線３１の表示セル間の電圧降下を共通線３１の左端か
ら加算した電圧（Ｖs,p）は、ｋ番目の表示セルＰＸ(p,i)の共通線３１における電位とな
り、以下に示す式（１）のように表わされる。
【０１３９】
【数１】

ここで、ｒは、表示セル間の配線抵抗の抵抗値を表わす。
【０１４０】
また、
【数２】

であり、ｉL,kは表示セルＰＸ(p,i)から共通線３１の左側に向かって流れる電流を表わし
、ｉR,kは表示セルＰＸ(p,i)から共通線３１の右側に向かって流れる電流を表わす。
【０１４１】
よって、共通線３１に電圧降下が生じない状態、すなわち共通線３１が接地電位である場
合と、上記した電圧降下によって結果的に共通線３１の電位が上昇してしまった場合との
駆動ＴＦＴのドレイン－ソース間電圧のずれδＶds,mは、
【数３】

として表わすことができる。ここで、Ｖd,pは駆動ＴＦＴのドレイン電位を表わし、Ｖs,p

は駆動ＴＦＴのソース電位を表わす。
【０１４２】
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すなわち、各表示セルの有機ＥＬ素子には、本来よりも上記ずれδＶds,m分だけ電圧が少
なく印加され、その結果、有機ＥＬ素子に流れる電流が減少して輝度が低下することにな
る。よって、この電流の減少を補った電圧（以下、補償電圧と称する。）Ｖ'gsを本来の
電圧Ｖgsに換えて駆動ＴＦＴのゲートに印加すれば、上記した電圧降下による有機ＥＬ素
子の輝度低下を補償することが可能になる。ここで、有機ＥＬ素子の印加電圧の減少分を
δＶds、駆動ＴＦＴのコンダクタンスをｇm、出力抵抗をｒDとすると、駆動ＴＦＴに流れ
る電流の変化（δＩds）は、以下に示す式（４）のように表わされる。
【０１４３】
【数４】

【０１４４】
よって、δＩds＝０より、
【数５】

と表わすことができる。
【０１４５】
ここで、表示セルＰＸ(p,i)の駆動ＴＦＴのゲートに与えられる本来の電圧Ｖgs,pとし、
補償電圧をＶ'gs,pとすると、
【数６】

と表わすことができる。
【０１４６】
よって、データ線駆動回路が、表示セルＰＸ(p,i)の駆動ＴＦＴのゲートにこの補償電圧
Ｖ'gs,pが与えられるようにデータ電圧を増加すれば、所望の輝度の発光を得ることがで
きる。表示セルＰＸ(p,i)以外の各表示セルについても、上記式（６）において、pの値を
表示セルの列位置に対応させることでそれぞれ補償電圧を得ることができる。すなわち、
データ線駆動回路は、図１１（ｂ）に示すように式（６）で与えられる補償電圧に基づい
てデータ電圧を調整することにより、行全体にわたる表示セルの有機ＥＬ素子を所望の輝
度で発光させることが可能になる。
【０１４７】
以上に説明したように、実施の形態５にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば
、共通線を有する従来のアクティブマトリクスパネルの構造において、共通線上の電圧降
下に起因する各有機ＥＬ素子の印加電圧の低下を補償する補償電圧を予測し、データ線駆
動回路が、その予測値に基づいてデータ電圧の大きさを調整するので、アクティブマトリ
クスパネルの大画面化により行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗く
て端に向かって明るくなるというような従来生じていた輝度ムラは発生しない。
【０１４８】
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なお、以上に説明した実施の形態１～５では、有機ＥＬ素子のアノード側に電源電圧Ｖdd

の供給線が接続された、いわゆるアノードコモン型の表示セルを示したが、図１２に示す
ように、有機ＥＬ素子のカソード側に走査線または共通線が接続された、いわゆるカソー
ドコモン型の表示セルを採用しても上記同様の効果を得ることができる。
【０１４９】
また、以上に説明した実施の形態１～５では、自発光素子として有機ＥＬ素子を例に挙げ
たが、有機ＥＬ素子に換えて、無機ＥＬ素子や発光ダイオード等の他のエレクトロルミネ
ッセンス素子を用いた場合でも、上記同様の効果を得ることができる。
【０１５０】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば、キャ
パシタの一端と駆動トランジスタのソースを、それらを含む表示セルの下位の行を選択す
るための走査線に接続するので、従来必要であった共通線を排除することができ、さらに
は、表示セル内のキャパシタの一端の電位をその走査線に入力される電圧Ｖ１に固定しか
つＥＬ素子に電流を流さない状態で、データ電圧をそのキャパシタに書き込むので、行上
の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するようなことも無く、キャパ
シタに所望の電圧を正確に保持させることができるという効果を奏する。
【０１５１】
また、本発明にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば、上記発明の効果に加え
、発光のための電圧書込みが行われていない走査線上の表示セルに対して、順次、そのキ
ャパシタへ負の電圧を書き込むことになるので、アクティブマトリクスパネル上において
同時にデータ表示とデータの消去を実行することができるという効果を奏する。
【０１５２】
また、本発明にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば、各表示セルのキャパシ
タに対して、選択トランジスタを駆動させる選択走査線とは独立した書込み走査線によっ
て所定の電位に固定しかつＥＬ素子に電流を流さない状態で、データ電圧をそのキャパシ
タに書き込むので、行上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するよ
うなことも無く、キャパシタに所望の電圧を正確に保持させることができるという効果を
奏する。
【０１５３】
また、本発明にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば、上記発明の効果に加え
、発光のための電圧書込みが行われていない書込み走査線上の表示セルに対して、順次、
そのキャパシタへ負の電圧を書き込むので、アクティブマトリクスパネル上において同時
にデータ表示とデータの消去を実行することができるという効果を奏する。
【０１５４】
また、本発明にかかるＥＬ表示装置およびその駆動方法によれば、共通線を有する従来の
アクティブマトリクスパネルの構造において、共通線上の電圧降下に起因する各ＥＬ素子
の印加電圧の低下を補償する補償電圧を予測し、データ線駆動回路が、その予測値に基づ
いてデータ電圧の大きさを調整するので、アクティブマトリクスパネルの大画面化により
行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗くて端に向かって明るくなると
いうような従来生じていた輝度ムラを解消することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態１にかかるＥＬ表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパ
ネルと駆動回路を示す図である。
【図２】実施の形態１にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。
【図３】実施の形態１にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路において、走査線Ｙi-

1～Ｙi+2に供給される走査線選択電圧とデータ線Ｘkに供給されるデータ電圧のタイミン
グチャートである。
【図４】実施の形態２にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。
【図５】実施の形態２にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路において、走査線Ｙi
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のタイミングチャートである。
【図６】実施の形態３にかかるＥＬ表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパ
ネルと駆動回路を示す図である。
【図７】実施の形態３にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。
【図８】実施の形態３にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路において、選択走査線
に供給される走査線選択電圧と書込み走査線に供給される書込み基準電圧とデータ線Ｘk

に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。
【図９】実施の形態４にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。
【図１０】実施の形態４にかかるＥＬ表示装置の表示セルの等価回路において、選択走査
線に供給される走査線選択電圧と書込み走査線に供給される書込み基準電圧とデータ線Ｘ

kに供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。
【図１１】実施の形態５にかかるＥＬ表示装置の駆動方法を説明するための説明図である
。
【図１２】実施の形態１～５において置換可能なカソードコモン型の表示セルの等価回路
を示す図である。
【図１３】従来の有機ＥＬ表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆
動回路を示す図である。
【図１４】特許文献２に開示された一実施例を説明するための表示セルの等価回路を示す
図である。
【図１５】（ａ）は、アクティブマトリクスパネル１００の第ｉ行目の表示セル列を示す
図であり、（ｂ）は、共通線における電圧降下を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１０，５０，１００　アクティブマトリクスパネル
１１，５１，１１０　表示セル
１２i-1，１２i，１２i+1，１２j，１２j+1，１２i-1，５２i，５２i+1，５２j，５２j+1

　選択ＴＦＴ
１３i-1，１３i，１３i+1，１３j，１３j+1，５３i-1，５３i，５３i+1，５３j，５３j+1

　駆動ＴＦＴ
２０，６０，１２０　走査線駆動回路
３０，７０，１３０　データ線駆動回路
３１　共通線
３６　ｎチャネル型ＴＦＴ
３７　ｐチャネル型ＴＦＴ
３８　有機薄膜ＥＬ素子
３９　容量
４０　電源電極
４１　走査線
４２　信号線
ＬＤi-1，ＬＤi，ＬＤi+1，ＬＤj，ＬＤj+1　有機ＥＬ素子
ＣＳi-1，ＣＳi，ＣＳi+1，ＣＳj，ＣＳj+1　キャパシタ
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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